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Resumen: Se desarrollaron una serie de dispositivos que manifiestan el efecto Hall cuántico con el fin de obtener el patrón de resistencia eléctrica mediante este efecto. El diseño, la fabricación de la pastilla semiconductora y el procesamiento para obtener el dispositivo fueron desarrollados totalmente en México. Se presentan estos resultados y se hace un análisis de los dispositivos donde se manifiesta la influencia de los contactos en la degradación de la cuantización de la resistencia. Se proponen modificaciones en la fabricación con el objetivo de obtener dispositivos para aplicaciones en Metrología. 
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